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Crystal structure at pn interfaces formed solution-grown organic semiconductor 
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溶液から結晶性の pn接合を作製することは、低コストかつ大面積な高機能有機デバイスを実現

するために重要である。物理気相成長させた結晶に積層させた有機半導体材料のエピタキシャル

成長は、当研究室などの先行研究を通して既に確認されている[1]。本研究では、溶解性を持つ n

型有機半導体材料である N,N’-dioctyl-3,4,9,10-perylenetetradicarboxylic diimide (PTCDI-C8)と p 型有

機半導体材料の 6,13-Bis(triisopropylsilylethynyl)pentacene (TIPS-Pn)を用いて全溶液プロセスでの結

晶性 pn界面の構築を試み、作製した試料に対して面外 X線回折および微小角斜入射 X線回折測

定(GIXD)を用いて界面結晶構造の検証を行った。 

測定試料は次の手順で作製した。まず、多量のジメチルスルホキシドに少量の PTCDI-C8粉末(2.5 

mg / mL)を加えて、160℃で 20 分間加熱撹拌して溶解した。溶解が確認できたら撹拌子を取り出

して、室温までホットプレートの温度を徐々に低下させて PTCDI-C8単結晶を得た。その後、大気

中 80℃で 10分間加熱し、シリコンウェハー上へ固定して試料基板とした。その上に、TIPS-Pn 薄

膜を、斜度(4.6±0.3)°の基板上で成膜し測定試料を作製した[2]。 

TIPS-Pn を積層した PTCDI-C8単結晶の面外 X線回折測定の結果を Fig.1 に示す。PTCDI-C8に

由来の回折ピークは文献[3]で報告されている結晶構

造から予測される回折位置と比較して特定した。一方、

qz = 3.7 nm-1に現れた回折ピークは、報告されている

TIPS-Pn の構造の(001)と概ね一致し[4]、PTCDI-C8単

結晶上で TIPS-Pn が溶液からバルクと同様の結晶構

造にて[001]配向で成膜することが確認された。本発

表では、PTCDI-C8上での TIPS-Pn の面内方位角依存

性についても報告する。 
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Fig.1 Out-plane XRD pattern of PTCDI-C8 

covered with solution-grown TIPS-Pn. 
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